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ｍｉｎ．ＤＥＺａｎｄＯ２ａｒｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｉｎｔｏｃｈａｍｂｅｒｂｙ
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ｍＬ／ｍｉｎｔｏ１８０ｍＬ／ｍｉｎ．Ｕｎｄｅｒｔｈｅａｂｏｖｅｃｏｎ
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不同衬底上氧化锌薄膜的金属有机化学气相沉积方法生长

王　超１，杨小天１
，２，唐　魏１，赵春雷１，

杨　佳１，高晓红１，李香萍３，高忠民４，杜国同３

（１．吉林建筑工程学院 电气与电子信息学院，吉林 长春　１３００２１，Ｅｍａｉｌ：ｊｌｗａｎｇｃｈａｏ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ；

２．中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所，吉林 长春　１３００３３；

３．吉林大学 电子科学与工程学院，吉林 长春　１３００１２；　４．吉林大学 化学学院，吉林 长春　１３００１２）

摘　要

氧化锌薄膜通过金属有机化学气相沉积方法生长在康宁玻璃与α蓝宝石衬底上，研究了有关薄膜

的生长质量与发光特性。通过Ｘ光衍射方法测试研究发现，不仅在以α蓝宝石为衬底的样品中，同时，

在以玻璃为衬底的样品中都发现了氧化锌（００２）方向生长的尖峰，表明生长在两种衬底上的样品都是

高度的犆向生长。对两种样品的荧光谱研究发现，两者的紫外峰位于３７４ｎｍ附近，在以α蓝宝石为衬

底的样品中，有深能级发射，但在以玻璃为衬底的样品中没有发现，表明在玻璃衬底上我们生长出了高

质量的氧化锌薄膜。通过原子力显微镜，对生长在两种衬底上薄膜的表面形貌做了观察，其晶粒的大小

与表面粗糙度有一定的差别，表明二者都是以柱状形式生长的。

关　键　词：氧化锌；薄膜；生长；ＭＯＣＶＤ

作者简介：王超（１９８１－），女，吉林长春人，硕士研究生，研究方向为宽禁带半导体材料氧化锌薄膜生长与氧化锌基全

透明薄膜晶体管的研制与应用
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《液晶与显示》投稿指南

　　《液晶与显示》投稿方式为网上投稿。网上投稿便于您随时查询稿件的处理情况，方法为：登录本刊

网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｊｙｘｓ．ｃｏｍ，进入“作者投稿”栏目，在线注册投稿。注册时“用户名”和“口令”由您设

定，登录后按“提示”进行操作即可。稿件请用 Ｗｏｒｄ完成，采用通栏排版，以便专家网上审理。

《液晶与显示》稿件发表的正常周期为３～６个月，缩短论文发表周期是学术论文的社会效益尽早实

现的重要条件，而满足《液晶与显示》征稿简则，特别是第３项中（１）～（７）的要求，是稿件可以尽早编辑

加工的必要条件。因此，您若希望论文能够早日发表，请您务必按“简则”写稿。

若您的稿件附有同行专家评语及单位推荐信，则您的稿件将优先发表，也欢迎您推荐２～３名审稿

专家；同时，本刊更欢迎国家各重大科技攻关项目和基金课题产出的自主创新性文章。

《液晶与显示》稿件发表含印刷版、电子版和网络版，对版权有特殊要求者，请事先声明。


